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W. 1. PETROVIC, M. M. RISTIC: Badania mikrostruktury pétprzewodnikowych materialéw tlenkowych

Przeprowadzono badania mikrostruktury spiekanych pétprzewodnikowych materiatéw tlenkowych. Opisano zjawi-
ska zachodzqce podczas spiekania i zaobserwowone metodami metalograficznymi i mikroskopii elektronowej.

W. RUPNIEWSKI; J. TORUN: Badania heteroepitaksjalnych warstw GaAsl_ P /GaAs za pomocq przeswie=
tleniowej mikroskopii elektronowej s 2

W artykule opisano opracowanq w OINPMP metodyke badania warstw heteroepitaksjainych GaAs] ) wa 'GaAs

za pomocq przeswietleniowej mikroskopii elektronowe| oraz przeprowadzono wstepnq analize defektéw wystepu-
jqeych w tych warstwach.

M. BUGA JSKI, A. JAGODA, L. SZYMANSKI: Wyznaczanie wewnetrznej sprawnosci kwantowej rekombinacii
promienistej w monokrystalicznym GaAs z pomiaréw fotoluminescencii heterostruktur GaAs-Alea]-xAs

Badano fotoluminescencje heterostruktur GaAs-Alea] _xAs otrzymanych metodq epitaksji z fazy cieklej. Na

podstawie analizy widm i charakteru zaleznoéci intensywnoéci §wiecenia od intensywnosci pobudzenia okre$lono
wewnetrznq sprawno$é kwantowq rekombinacji promienistej w monokrystolicznym GaAs. Podstawq pracy byla
metoda zaproponowana przez Zh. |. Alferova i wspétpracownikéw.

H. JASKOLSKA, L. WALIS, A. GOLKOWSKA: Zdejmowanie cienkich warstw z plytek krzemowych metodq
utleniania anodowego i rozpuszczania utworzonego tlenku

W artykule przedstawiono zalezno$é grubotci zdejmowanych warstw od sposobu prowadzenia utleniania, a przede
wszystkim od czasu elektrolizy przy stalym napieciu. W badaniach dobrano optymalne warunki procesu utleniania,
przy czym stwierdzono istnienie duzej zaleznofci grubosci utlenianej warstwy od obecnosci wprowadzonych
implantocyinie fosforu i arsenu oraz brak takiej zaleznosci w przypadku golu, a pradwopodobnie i boru.

W. JESKE, J. WEYCHER, J. SADOWSKI: Metody ujawniania, klasyfikacja i ocena struktury defektéw typu
"swirls" w bezdyslokacyjnych monokrysztatach krzemu, otrzymywanych metodq beztyglowego topienia strefo-
wego

W pracy przedstawiono wyniki badari otrzymywanych metodq beztyglowego topieniastrefowego, bezdyslokacyjnych
monokrysztaléw krzemu, zawierajqcych defekty typu "swirls". Stosujqc selektywne trawienie chemiczne w po-
lqczeniu z mikroskopiq optycznq, elektronowq mikroskopiq skanningowq i metodq replik oraz metodq posredniq,
tzn. dekoracje miedziq, dokonano klasyfikaciji defektéw wechodzqeych w sklad prqzkéw "swirls", okreslono
wplyw czasu trawienia na morfologie jamek oraz wplyw dekoracji miedziq na rozlozenie i zmiany struktury
defektéw .

H. RUTKOWSKA: Zastosowanie w elektronice tlenku glinu odzyskiwanego ze szlaméw powstalych przy trawie-
niu folii aluminiowej

Przedstawiono metode otrzymywania tlenku glinu ze szlaméw powstalych przy trawieniu folii aluminiowej
/99,99% Al/, jak réwniez opisano wlasnosci ceramiki wyprodukowanej z tego tlenku w poréwnaniu z ceramikq
wykonanq z tlenku glinu produkeiji firmy Degussa.

M. LEJBRANDT: Badanie wplywu miedzi na zmiang wspétczynnika liniowej rozszerzalnotci cieplnej spieku
W-Cu

Badano wplyw miedzi /5%, 10%, 20%, 30%, 40% wag./ na zmiang wartosci wspétczynnika liniowej rozsze-
rzalnoéci cieplnej spieku W-Cu w zakresie temperatur 290 K-1070 K, Przedstawiono zalezno§é wartosci wspét-
czynnika liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury i skladu chemicznego.

J. NOWACKI, K. SZYSZEJ: Obudowa $wiatlowodowa pélprzewodnikowego wskafnika cyfrowego

W artykule oméwiono obudowy éwiatlowodowe pétprzewodnikowego wskaznika cyfrowego CQYP-70, wykonane
z tworzyw sztucznych typu ABS metodq wtrysku. Okienka obudowy sq wypelnione zalewowq zywicq epoksydowq
o wlasnosciach rozpraszajqcych .
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B. A, NETPOBHY, M. M. PUCTHMY: MEEpPOCTPYKTYypPHOE HccleAOBaHMe NOJYNPOBOAHHKOBHX OKECIOB

OnucaHo MUKPOCTPYKTYPHOE HMCCHeAOBaHME NOIAYNPOBOAHMKOEHX OKECAOB. OroBOpeMo ABIGHHE NPORCXOAA-
mee BO BpeMA CNEKAHMA, OCYWECTBIAEHOe NpE NOMOEH CBETOEO# ¥ 3MEKTPOMHOA MEKDOCKOIMH.

B. PYMHEBCKH, W. TOPJHb: UccaeRoraHuA reTepoaNETaKCEANbHNX CHOEB Gais, . P /Gaks C NOMOUBD
TPaHCMHCCHOHHOTO SJEKTPOHHOTO MHKPOCKONA

B padoTe npeAcTaBIeHA METOAMKA HCCHEAOBAHMA C MUMONBD TPAHCMHCCHOMHOIO 3J€KTPOHHOTO MEKDOCKONa
reTePO3NUTAKCHANBHEX CNOBB Gais. _F /GaAs . [lpoBefleH NpeABapuTeAbHHH aHANH3 BHCTYNAMMUX B CAOAX
CTPYKTYPHHX ABPEKTOB.

M. BYTAJCKM, A, ATOZA, 1. WAMAHECKH: OueHKa BHYTPEHHEI'O KBAHTOBOTO BHWXOAA M3AydaTeNBHOM PEKOMCHUALNN
B I'eTOPOOTPYKTYPAX GaAs—Al Gs,_ A8 HA OCHOBE M3HepeHKH GOTOXIMHHECLEHLUH

KccxezoBanack $OTONIMHHECLUOHIMA POTEPOOTPYKTYD GaAs-Al,Ga, . As, NOIYYBHHHX NETOZOM NUAKOCTHOR
amETaKcuu. Ha ocMoBe aHaNH38 CNEKTPOB M XapaKTepa SaBECHMMOCTH BHTEHCHMBHOCTH H3JYueMHA OT
yPOBHA BO3CYXAEHEA ONpPEAGAAJICA BHYTPEHHHJ KBAHTOBHH BHXOA H3JyYaTeUbHOR DEKOMOMHALHH B Ga-As
Onecauu#t wmerox Oua npeanoxed X, U, AADEpoBHM B COTDYZHHKaMH,.

X, ACKYNBCKA, 1. BANUCDH, A. I'OIKOBCKA: CuEMaHMe TOHKMX CJIO6B M3 KDEHHEHHX NNACTHHOK METONOM
4HOHOTO OKMCHEHEA M DOCTBODEHMA 06pa3yuulerocsi OKHCIA

[loxa3aHa 3aBECHMOCTH TONKMHH CHEM@EMHX CIOEB 0T CN0000a NPOBEAGHEA 3MEKTPOJH3a, PAaBHHM 00pa3oM
OT BPEeMEHHM Npolecca 3JAGKTPOJIE3a NP NOCTOAHHOM HATPANHEHEM. JCTaHOBNGHO, YTO TOJNMUHA OKMCIEH~
HOTO CIOA 38BHCHMT B 3HAQUKTENbHO! CTENEHH OT NPUCYTCTBEA P ¥ As , BBENCHHHX METOIOM HOHHOI'O
BHGAIDGHEA, Ga HE MNEET BAMAHMA HA TONUWAHY CJOA OKCEZA8.

B. ECK3, il. B3WX3P, {l. CAZIOBCKY: Meronu oGHapymeHHA, KNACCHJRKALEA M OLUEHA CTPYKTYPH AefexToB
THNA "swirls"B Ge3AU3NOKALMOHHEX MOHOKDHCTALNAX KPEMHUA, NOJyYEeHHHX METONOM Ge3THreABbHOi 30HHOH
naaBxoi

B paGoTe npeAcTaBieHH pPe3yabTaTH MCCHeROBaHHMK Oe3AMCIOKALMOHHHX MOHOKDHCTAJNOB KDEMHMA, COZep-
XamEX ZegeKTH THNA “swirls™ , MONYYeHHHX OeCTUreAbHOH 30HHOR nnaBxofl. [lpuMenAs cenexTEBHOE
XUMMUYECHKOE TDABJIGHMO COBMECTO C ONTHMYECKOH, 3JEKTPOHHON M craHMupyxmel MExpockonuei, a Takxe
METOZOM DeIUIHK M J@KODUPDOBAHMA MeJbM, NPOM3BEAGHO KIaccENPMKaUBD AedexTOB, BXOAADMX B COCTAaB
"gwirls" . OnNpeZleleHO BNKAHME BDEMeHWd TDABAGHHMfl Ha MODHONAOrMO AMOK TpaBileHHS, a TaKEe BIBRHHUE
AeKOPMDOBAHHA Me[bk Ha pacNafieHue ¥ HIMOHEHME CTPYKTYpauX AepoKTOB.

X, PYTKOBCKA: [pumeHeHHe B 3NEKTPOHMKE OKMCH AJNIMHHMA, HO3BDEWEHHO} H3 WLiana NOCAe TpPaBIEHRA
alIMEHEBOR) (HONBIM

[IpeacTaBneHo MeTOA NOAY4YEHUA A1205 U3 miaMa NocnHe TpaBNeHHA almMeHeBOd Qoasru /99,99 Al/,
4 Takxe CBOMCTBA KEpaMHKM CAEJaHHOM M3 3TO} OKMCM MO cpaBMEHML C HepaMMKO} clenaHHOK M3 A1205
npouaBoAcTBa lerycca.

M. JleliGpauaT: MccaenoBaide BAMAHUA MEAM HA W3MEHOHM® KO3QOUUEEHTA TEDMUUECHOTO DACEMPEHMA
MeTaNNIOKe DAMMYECKOrC ClllaBa W—Cu

Wccnenaosano BasEEMe 5%, 10%, 20%, 30%, 40% /Bec./ Cu Ha H3MOHEHBE 3HAYOHEA KOBpPELMEHTa Tep-
MHYECKOTO pDacWRDEHEA MOTANNOKEeDPaNMYecKOro claasa W-Cu B npezene Tewnepatyp 290 K-I070 K.
[peAcTaBneHa 3aBHCHMOCTh KO3(QUIUEHTA TEPMHYECKOT'O DACEMDEHMS OT TEHNOPATYPH M XHMNYECKOro
cocrasa.

A. HOBAOKM, K. WHHEM: CBeTOBOAOBH/ KOpPNyC NONYNPOBOAHHKOLO UHGPOBOI'O HHAMKATODA

B craThe OroBOPEHO OBETOBOAOBHE KOPNYCa NOAYNPOBOAHMKOBOI'O LBHPOBOI'O HMHAHKATOpPA CQYP-70 ,
M3roTOBAEHHHE M3 NJAAcCTMACC THENA ABS METOZOM BIDHCKA,. Oxomka Kopnyca BuNajaHeHH NOUMeHHON
eNOKCHABOR cMONIOit O pacceiBamux CBOICTBax.
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W. J. PETROVIC, M. M. RISTIC: Investigation of microstructure semiconductor Oxides

The microstructure of sintering semiconductor Oxides has been investigated . The phenomgnons appeorin during
sintering hove been described. Electron microscopy technique and light microscopy method have been applyed
for observations there phenomenons,

W. RUPNIEWSKI, J. TORUKN: Investigation of heteroepitaxiol layers GoAs]_ P)/GcAs by means of transmission
electron microscopy B

The method of heteroepitaxiol layer GcAs]_xP/GcAs investigation by means of transmission electron microscopy
is described. The preliminary results of the structure defect analysis obseved in the layers are given.

M. BUGAJSKI, A. JAGODA, L. SZYMANSKI: Determination of internal quantum efficiency of radiative
recombination in GoAs single crystals from photoluminescence measurements of GcAs-Aleo]_xAs heterostruc-
tures

Photoluminescence of GoAs-Alec]_xAs heterostructures grown by liquid phase epitaxy has been studied. The

internal quantum efficiency of radiative recombination in GaAs single crystals has been determination from
the photoluminescence spectra and their dependence on excitation intensity . The method proposed by
Zh. |. Alferov et al. was used in this work.

H. JASKOLSKA, L. WALIS, A. GOLKOWSKA: Removal of thin layers from Silicon wafers by means of an
anodic oxidation and dissolution of the Oxides formed

The influence of the way of anodic oxidation on the depth of the oxidized layers mainly the influence of duration
of electrolysis of constant voltage has been pointed out. The optimum conditions for on anodic oxidation process
has been established. The strong influence of the presence of implanted As and P on the depth of the oxidized
layers and the lack of this influence in the case of Ga have been found.

W. JESKE, J. WEYCHER, J. SADOWSKI: The methods of revealing, clasification and evalution of the swirls
defects in the dislocation-free float-zone Silicon crystals

Float zone dislocation-free Silicon crystals containing swirls have been studied. Anaylse have been preformed
using a perferential eching combine with on optical microscopy, SEM and TEM /replicas technique/. Part of the
samples were Cooper decorated. As a result clasification of the defects which create swirls was done. The
influence of eching time and a Copper decoration on the morphology of etch pits is presented.

H.RUTKOWSKA: Application in electronic the Alumino producted from slime standing up form after-etching
Aluminium Foil

The method of Al,O, production from after-etching slime /99,99% Al/ and properties of ceramics based on it
comparison to Degusso's Oxide ceramics are described.
M. LEJBRANDT: Copper influence on the linear thermal expansion coefficient changes of the W-Cu sinter

Influence of 5%, 10%, 20%, 30%, 40% /byeigh/ Cu on the value of linear thermal expansion coefficient of
sintered W-Cu in the 290K-1070 K temperature has been examined. The dependence of linear thermal expansion
coefficient on temperature and chemical composition was shown.

J. NOWACKI, K. SZYSZEJ: Light guide package for semiconductor numeric display

Light guide packages for CQYP-70 semiconductor numeric display mode from ABS-type plastics by injection
method with fill of package windows with casting epexy resin ore discussed.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcji prosi

Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1
2

. Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

. Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszoch formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno by ¢ wiecej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki i tabele.

&

Wszystkie tabele i zestawienia /unika¢ zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie calego
artykulu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kazdej tabeli podaé
tytut objasniajqey.

. Artykuly nalezy nadsytaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezy =
ku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czeéci a w czesci koficowe| winny byé sformuto-
wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkreslaé. W miare moznosci unikaé podziatu artykulu na
oddzielnie zatytulowane czesci.

7. Rysunki powinny byé nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie

w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleinie od tekstu artykutéw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro-
czystej kalce drukarskiej.

8. Fotografie powinny byé¢ ostre i wykonane na bialym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fotografii

i powigkszenie nalezy podowaé na sdwrocie - ol6wkiem. Numeracjq nalezy objqé rysunki i fotografie
lqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracji dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

. Po zakoriczeniv artykulu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc, kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, pelny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony . Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekscie powotania na
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np.[1]

. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczeri wielkosci we wzorach itp. powin-
ny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uklad Miar /SI/ oraz z in-
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

. Maszynopis powinisn byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora . Poprawek na
stronie nie powinno by¢ wiecej niz 5.

. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej-itp.

. Fakt nadestania pracy do wydrukowania w " Materiatach Elektronicznych” uwazany jest za réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, ze praca nie byla drukowana ani wystana do drukowania w Zadnym innym czaso -
pi¢mie krajowym i zogranicznym.

. Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego porozumiewania
si¢ i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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OSRODEK NAUKOWO - PRODUKCYJNY
MATERIALOW POLPRZEWODNIKOWYCH
WARSZAWA, ul. Konstruktorska 6





